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はじめに 

 層状物質であるMoS2は、単層または、薄

膜の状態においてバルク結晶と大きく異な

る物性を持つ。また、バンドギャップを持っ

ていることから光デバイス、トランジスタ

型センサーなどに応用されている。MoS2の

作製方法の一つである CVD 法では、管状炉

内の硫黄(S)と三酸化モリブデン(MoO3)が

基板表面や気相において反応することで、

単層MoS2が成膜される。本研究では、MoO3

前駆体の供給を抑え、拡散を促進するため

二枚の基板を挟み込み、さらに 2 種類の手

法を用いてMoS2の大面積化を模索した。 

実験方法 

 CVD 法に使用する MoO3供給元基板の作

製に 2 種類の工程を使用した。1 つ目のス

パッタ法ではMoO3を基板表面に 8 nm成膜

させた。2つ目のドロップキャスト法では遠

沈管に MoO3 粉末と純水を加えた溶液に超

音波処理を 1 h行い、MoO3を剥離、拡散さ

せた。遠沈管から少量の溶液をシャーレに

滴下し、純水を加え振動攪拌を行った。そこ

に基板を浸漬させ、純水を加熱し蒸発させ

ることで MoO3 粉末を基板表面に析出させ

た。2種類の試料へ次の条件下で CVD 法に

よる成膜を行った。Arガス雰囲気下で硫黄

(2.5 g)を 150 ℃、前述の方法で配置した基

板を 750 ℃まで 20 ℃/min で昇温させるこ

とで Si基板表面に単層 MoS2を成膜した。 

実験結果 

作製したMoS2のSEM像をFig.1に示す。

2種類の試料で三角形状のMoS2が成膜され

ていることが確認された。MoS2の最大粒径

は、スパッタ法において MoO3 の膜厚が 8 

nmの時に最も大きく、粒径は約 38 µmであ

った。ドロップキャスト法では基板上への

堆積量が 30 µg の時に最も大きく、粒径は

約 64 µmであった。よって、ドロップキャ

スト法においてより面積の大きい MoS2 が

成膜されることが確認された。AFM 像

(Fig.2)より、膜厚は~0.8 nm であり、単層

MoS2が成膜されたと考えられる。 

 

 

Fig.1 SEM image of MoS2 

(a) SEM image of sputtering method,  

(b) SEM image of the drop casting method 

 

 

  Fig.2 MoS2 film thickness using AFM 
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